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Проведен двумерный численный анализ транспорта Si в расплаве при росте кристаллов 
Ge1-xSix  (x=2ат%) по методу Чохральского при помощи сопряженной модели теплообмена, течения и транспорта кремния. Найдено распределение концентрации кремния в расплаве. Выявлено влияние особенностей транспорта кремния на форму фронта кристаллизации. Проведено сравнение с экспериментальными данными, описывающими геометрию фронта кристаллизации.

